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Fabrication of inverted OLED on ultrathin flexible substrate 
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研究概要 近年、有機発光ダイオード（OLED）を用いた医療用光デバイスの作製が多く報告され

ている[1],[2]。特にデバイスを数 μm厚の極薄フレキシブル基板上に作製することで、装着感のな

いデバイス作製が可能となっている。極薄フレキシブル基板上 OLED の大気安定動作のためには

封止膜のガスバリア性の改善だけでなく、OLED 自体の大気安定性の向上が重要である。本研究

では、大気中にて安定動作可能な極薄フレキシブル基板上 OLED の作製を目的とし、大気にて安

定動作する[3]逆型構造 OLED の作製を 1.5 μm厚フレキシブル基板上へ行った。 

 

作製方法 本研究では支持基板としてガラスを、フレキシブル基板として 1 μm厚のパリレンを、

平滑層としてポリイミドを用いた。透明電極として ITO をスパッタにより成膜した。電極上へバ

ッファ層として ZnO、polyethyleneimine (PEI) を順次成膜した。その後発光材料を成膜した。ホー

ル輸送層としては N,N’–Di (1-naphthyl)-N,N’-diphenyl-(1,1’-biphenyl)-4,4’-diamine（α-NPD）を成膜

し、アノード電極としてMoOx、Auを成膜した。最後にパリレンを 1 μm成膜した。 

 

結果 図 1（a）に作製した逆型構造 OLEDの電流密度・輝度特性を示す。作製した OLEDは 10 V

にて輝度 3977 cd/m2を示した。次に作製したデバイスの支持基板からの剥離・クランプル試験を

行った。試験結果を図 1（b）に示す。作製したデバイスは剥離・クランプル前後にて同様の電流

密度特性を示し、高い機械特性を持っていることが確認された。 
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図 1 The characteristics of the inverted OLED on 1.5 μm flexible substrate (a) J (Current 
Density) -L (Luminescence) -V curve (b) J-V curve with peel & crumple test 
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